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Aufgabe 1: Stérstellenerschépfung

Bei dotierten Halbleitern sattigt sich die Ladumggerdichte mit steigender Temperatur auf
einen konstanten Wert. Dieses Phdnomen wird alsst8ti&nerschépfung bezeichnet und
setzt in etwa bei der Temperatug &in, bei der das Ferminiveau mit der (Grundzusgnd
Energie 5 des Dotierniveaus Ubereinstimmt. Betrachten Sidalgenden Silizium, das (i)
mit der sehr flachen Storstelle LidfEp = 33 meV) und (i) mit dem vergleichsweise tiefen
Donator As (E-Ep = 46 meV) dotiert ist. Nehmen Sie fir die effektieitungsbandzu-

standsdichte von Silizium bei Raumtemperatur dent\Mg (T;) =1,0C10d° cmi® an!

a) Stellen Sie eine Bilanzgleichung fur die Ladungsraditét auf und berechnen Sie die
Ubergangstemperatui Tur mit Lithium- und Arsen dotiertes Silizium, jeils fir eine

Donatorkonzentration voh0* und 10®cni® ohne kompensierende tiefe Storstellen!
(TR =290 K und KTr = 25 meV)

b) Um wie viel Kelvin steigt oder fallt die Ubergangstperatur § fir As und
n, =10°cni®, wenn zusétzlich kompensierende tiefe Storstetigreiner

Konzentration vom, = 3[10" cm® vorhanden sind?

c) Berechnen Sie den Schichtwiderstand bei Raumtertpdia eine 0,5 um dicke, mit (i)

10 cm® und (i) 10 cm® Arsenatomen dotierte Siliziumschicht bei Raumteraije!
(keine Kompensation durch tiefe Storstellen.) BeantSie die entsprechende Graphik
auf der web-Seite der VL fur die Beweglichkeit @gektronen!

(Elementarladunge = 1,6110"° A:))

Aufgabe 2: Transport in Halbleiterschichten.

Die in Aufgabe 1 c) diskutierten Siliziumschichtewmerden mit zwei koplanaren,
kreisformigen Kontakten mit einem Radius von 500 persehen, deren Zentren einen
Abstand von 3 mm besitzen. Die Kontakte modgen sicer Mitte der jeweiligen Schicht
befinden und deren Abmessungen sollen grof3 gegedabe Kontaktabstand sein.

Berechnen Sie den Widerstand, den Sie bei Raumtatopezwischen diesen beiden
Kontakten messen!



